UKD 621.382.3

NORMA BRANZOWA

BN-87
- 3375-31/11

ELEMENTY | -
POLPRZEWODNIKOWE Tranzystory typu BF 245

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 szczego- Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
towe wymagania dotyczace krzemowych epitaksjalno- — CE 35.
-planarnych tranzystorow polowych malej mocy wiel-
kiej czgstotliwosci, typu BF 245 z kanatem typu n,
w obudowie plastykowej, do zastosowan powszechnego
uzytku oraz w urzgdzeniach wymagajacych zastosowa-
nia elementdw o wysokiej 1 bardzo wysokie) jakosci.

Tranzystory przeznaczone s3 do pracy we wzmac- 1 '}]
niaczach matej 1 wielkiej czgstotliwosci o niskim pozio- I
mie szumdéw 1 duzej impedancji wejSciowe;j. | !

Kategoria klimatyczna dla tranzystoréw: . L. FI A-A
— standardowej jakosci (poziom jakosci I) — 1Tt b
40/125/04, il T

— wysokiej jakosci (poziom jakosci III) — - - ] y
40/125/21, 1, < ///
— bardzo wysokiej jakosdci (poziom jakosci IV) — : 4
40/125/56. |
2. Przyklad oznaczenia i 1
a) tranzystora standardowej jakosci: -
TRANZYSTOR BF 245 BN-87/3375-31/11 y
b) tranzystora wysokiej jakosci: - I
TRANZYSTOR BF 245/3 BN-87/3375-31/11 -
c) tranzystor bardzo wysokiej jakoSci: * lr
£

TRANZYSTOR BF 245/4 BN-87/3375-31/11

3. Cechowanie tranzystorow powinno zawieraé naste- 60
pujace dane: P

a) oznaczenie typu (podtypu), kodem (np. 245A),

b) oznakowanie dodatkowe dla tranzystoréw wyso-
kiej 1 bardzo wysokiej jakosci.

Tranzystory wysokiej jakosci powinny by¢ znakowa-
ne cyfra 3, a tranzystory bardzo wysokiej jako$ci cyfra
4 umieszczong po oznaczeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl. 1.

Zgtoszona przez Zaktady Przemystu Elektronicznego KAZEL
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Poétprzewodnikéw dnia 21 listopada 1987 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1988, poz. 10)
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S. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/

6. Wymagania szczegétowe dla badan grupy A, B,

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarOow:
A, D D, | — wg rys. i tabl. 1,

b) badania podgrupy A2, C2, A3, A4 — wg tabl. 2,

¢) badania podgrupy B, C i D — wg tabl. 3,

Tablica 1
_ , _ ke 3375-31/00 p. 5.1.
Symbol Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm o
wymiaru : wymiaru ;
min | nom | max min | nom | max | nhom
CiD
A 4.5 - 5.2 M 3.6 — 4,2 —
b 0.35| — 0,55 E 34 — 36| —
b — 0.4 — k 1,2 — L5 —
@D 4.5 — 5.2 a | — — — 20
d I.4 — 1,77 n') 2,6 — 3,1 —
/ 12,5 — | 14,5

Dopuszeza si¢ $lad (ubytek tworzywa) po wypychaczu na po-

wierzchni korpusu obudowy.

Dopuszcza sig ubytki na krawgdziach wyprowadzen A 7 0,05.
1)y Ocena lutownoscei nie obejmuje czét wyprowadzen (po wy-
cigeiu belki) oraz bocznej powierzchni na wymiarze n po wycigciu

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C 1 D — wg tabl. 4.

mostkow.
-
Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, C2 oraz podgrupy A4
Podgru- Kontrolowany Mectoda pomiaru wg TR — Jednostka Wartosci graniczne
pa ba- parametr PN-74/T-01505 & s miary .
" min max
dan
A2 Ugriuss ark. 10 Ups = 0 A% -30 —_
C2 Is = -1 pA
1iss ark. 04 Ups = 0 nA —_— =5
Ugs = =20 V
UU.S“) ark. 01 UDS = ]5 A% -0-4 "715
Ip = 200 pA A% A 04 20
B -1,6 -38
o -3,2 -71.5
Ipss') ark. 03 Ups = 15V 2 25
= g mA | A 2 6.5
6 15,0
12 25
Al | Yol ark. 15 Ups = 15 mS 3 6,5
Uc;s =90
f=1 kHz
Ut.‘é‘(()FF} ark. 01 Ups =15V \% -0,5 -8
Ip = 10 nA
Ad 1yss ark. 04 Ugs = =20 V nA e -5000
Ups = 0
tamy = 125°C

') Selckcja na grupy A, B, C tylko na zamOwienie odbiorcy.

Tablica 3. Wymagania szczegétowe do badan grupy B, C i D

Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania . Wymagania szczegbtowe

f Bl, CI Sprawdzenie wytrzymato§ci mechanicznej wy- proba Ub metoda 2, 2,5 N; | cykli préba Ual, 5 N
prowadzen J .
Sprawdzenie szczelnosci préba QI, 10% wodny roztwdr alfenolu

2 B3 Sprawdzenie wytrzymato$ci na spadki swobodne potoZenie tranzystora w czasie spadania — wypro-

wadzeniami do gory
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymatoSci na udary wielokrotne mocowanie za obudowg
4 BS, C5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na nagle zmiany tem- T4 = =55°C, Ty =.125°C
(poziom jakosci peratury
11 i 1V)
5 B6, C6 Sprawdzenie odpornoéci na narazenia elektryczne uktad wg PN-78/T-01515 tabl. 5 p. 1')
6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g




BN-87/3375-31/11

cd. tabl. 3 .
Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegélowe
7 C4 Sprawdzenie wytrzymatos$ci na przyspieszenie state kierunek probierczy wzdtuz osi wyprowadzen, mo-
cowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o stalej |- mocowanie za obudowe
czgstotliwodci (dla poziomu jakosci I)
Sprawdzenic wytrzymato$ci na wibracje o zmienne;j
czgstotliwosel (dla poziomu jakosci III, IV)
8 £ Sprawdzenie” wytrzymato$ci na ciepto lutowania temperatura kapieli 350°C
AQL: 4%
9 C7 Sprawdzehie wytrzymatosci na zimno —— -55°C
(poziom jako$ci [V)'
10 C8 Sprawdzenie wytrzymatodci na suche goraco J—— 125°C
(poziom jakosci '
[ i 1V)
11 cio Sprawdzenie wymiaréw wg rysunku i tabl. 1 -
12 DI Sprawdzenie odporno$ci na niskie ci§nienie atmos- temperatura narazenia 25°C
(poziom jakosci feryczne 1
IHI i 1V)
13 2 Sprawdzenie wytrzymatosci na rozpuszczalniki alkohol izopropylowy lub aceton; A, @ D wg ry-
sunku i tabl. |
14 D3 Sprawdzenie palno$ci zewngtrzne)
15 D4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na plesn brak porostu plesni po badaniach
{poziom III i IV)
16 D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgle solna potozenie tranzystora-dowolne
{poziom 1II i 1V)

'} Warunki pomiaru dla badan podgrupy Bé6 i C6:
Ups =25 V; Ip < 25 mA; P < 360 mW,

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzanme w czasie i po

badaniach grupy B, Ci D

o Warto$ci graniczne
Oznaczenie lite-
rowe parametru Metoda pomiaru Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka | . w czasie po bada-
miary badania niu
min | max | min | max
Igss PN-74/T-01505 Ups =0 Bl, Cl1, B3, B4, — — — | -10
ark. 04 Ugs = -20 V BS, C8, C7, Dl
C2, A3, B3, B4, nA —_ — - =5
BS, C4, C5, C8

C2?) — | -5000) — -5
C6, B6 — | -5 | — | -50
Ucs PN-74/T-01505 Ups= 15V €2, Ci, €5, C6, A — — {-04 | -2,2
ark. 01 Ip = 200 pA B4, BS, C7, DI . B . — l-16 | -38
C — —_ |-32 1 -75
C2%) A — | -2,6 }-04 | -2,2
\' B — | -45 }-16 | -3.8
C — | -9 132 |-75
! C6, B6 A |-032] -2,6 {-0,32]| -2,6
B |-13 ]| -45 |-1.3 | -45

C {-26 (-9 }-261}-9

') W czasie badania odpornoéci na zimno.
?) W czasie badania odpornofci na suche gorgco.

7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-31/00.

Informacje dodatkowe

KONIEC




Informacje d(.)datkowe' do BN-87/3375-31/1}

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Polprzewodnikéw, Zaktady Przemystu Elektronicznego KAZEL
w Koszalinie. ;

2. Normy zwigzane
PN-74/T-01505/0! Tranzystory polowe. Pomiar napigcia odcigcia

btamka-zrodto Ugsiorn :

PN-74/T-01505/03 Tranzystory polowe. Pomiar pradu drenu Ipss

PN-74/T-01505/04 Tranzystory polowe. Pomiar pragdu uptywu
bramki [gss

PN-74/T-01505/10 Tranzystory polowe. Pomiar napigcia przebicia
bramka-Zrodto Ugsricss ‘

PN-74/T-01505/15 Tranzystory polowe. Metoda pomiaru transkon-
duktancji g1

PN-78/T-01515 Elementy pbiprzewodnikowe.

i badania
BN-80/3375-31/00 Elementy poiprzewodnikowe. Tranzystory malej

mocy, wielkiej czgstotliwoSci. Wymagania i badania '

3. Symbol wg KTM

BF 245 1156213321001

BF 245A 1156213321014

BF 245B 1156213321027

BF 245C 1156213321030

4. Autorzy projektu normy — mgr inz, Jerzy Bednarczyk, Teresa
Chiopecka. ‘

5. Wartoéci dopuszczalme — wg rysunku i tabl I-1.

6. Dane charakterystyczne — wg tabl. 1-2.

Ogblne wymagania
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Zalezno$¢ dopuszczainej wartosci catkowitej mocy wejSciowe) (catko-
‘witej lub $redniej) od temperatury

Tablica 1-1. Wartosci dopuszczalne

Oznaczenie Jedno- Wartosé
parametru Nazwa parametru stka dopusz-
' miary czalna
Ucpo Napigcie stale bramka- Vv 30
-dren
Ubps Napigcie state dren- v 130
-zrédto
I Prad bramki mA 10
Pio Calkowita moc wejscio- mW 360
wa na wszystkich elek- '
trodach przy tam<25°C
1 Temperatura zlacza °C 150
Lsig Temperatura przecho- °C -55...155
wywania
Lamb Temperatura otoczenia °C -40-+125 '
w czasie pracy '
Tablica I-2. Dane charakterystyczne
g, Znaczenie Naiw paranietru Warunki pomiari Jedqostka Warto$¢ graniczna
parametru - miary .
min typ max
! 2 3 4 5 6 7 8
1 U\sryiss Napigcie przebicia bramka-Zr6- I¢c = -1 pA v -30 -45 —_
dlo Ups = 0
2 Igss Prad uptywu bramki Ugs = =20 V nA — -0,1 -5
Ups =
3| Ioss') Prad drenu Ups = 15 V 2 - 25
Uas =0
mA 2 —_ 6.5
B 6 — 15
12 — 25
K Ugs Napigcie stale bramka-Zrédio Ups = 15 V -0.4 —_— -1,5
fo = 30 pA 04| — | 22
Vv
B -1,6 — -3,8
¢ |-a2] — [ -3




Informacje dodatkowe do BN-87/3375-31/11

cd. tabl. I-2
Ip. Oznaczenie T — Warunki pomiaru Jedr?qstka Warto$¢ graniczna
parametru miary ;
min typ max
| 2 3 4 5 6 7 8
5 Ussiorn Napigcie odcigcia bramka-Zrédto Ups=15V \" -0,5 -3.5 -0,8
Ip = 10 nA
6 | |Yaul Modut zwarciowej admitancji | Ups = 15 V mS 3 5.5 6.5
przenoszenia w przod Uss =0
= 1 kHz
7 Ciass Pojemno$¢ zwrotna w uktadzie Ups = 20 V pF — 1,1 —
wspOlnego Zrodia (wejscie zwar- Ugs = -1 V
te dla przebiegbw zmiennych) = 1 MHz
8 Ciiss Pojemno$¢ wejsciowa w ukla- Ups =20 V pF — 4 —
dzie wspllnego Zrédla przy Ugs = -1V
zwartym wyjsciu = | MHz
9 Cazgs Pojemno$¢ wyjsciowa w ukla- |.Ups = 20 V pF — 1,6 —
dzie wspllnego Zrodta przy Uss = -1V
: zwartym wejsciu = 1 MHz
10 rGs Rezystancja bramka-Zrodto Ugs = -20 V G 4 200 —
Ups = 0
11 F Wspélczynnik szumow Ups = -20 V dB — LS -
Uas =0
f =1 MHz
Res =1 k)
12 F Wspoétczynnik szuméw Ups = =20 V dB — 4 —
Ugs = 0
f = 200 MHz
Z wej. strojone na minimum
szumow '

') Pomiar impulsowy 1, < 300 ps, § < 2%.




